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 Target

◼ MoOx

◼ MoxNy

◼ Mo metal

 New Mo Precursor

◼ Code Name ：TCMo-19

◼ Development Project of “New Mo Precursors” Ver.2
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• T50=205℃

V.P.=1torr@72℃

◼ Physical State ：Liquid
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◼ Collaboration “横浜国立大学大学院 伊藤暁彦研究室” 

 Result（１）

◼ レーザーCVD

◼ MoO2

成膜温度比較 Reactant O2 / (100)Si ； MoO2

成膜温度 415℃ 620℃

XRD Patterns
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成膜温度［℃］

XRD回折パターンよりMoO2でることを確認

XRD回折パターン無し

MoO2形成温度域
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◼ Collaboration “横浜国立大学大学院 伊藤暁彦研究室” 

 Result（２）

◼ レーザーCVD

◼ MoO3

As Depo. After annealed

条件 375℃ / 10min 600℃ / 3hr

組成 MoO2 MoO3

表面SEM画像

［ XRD回折パターン ］

As Depo.

After annealed
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